


26 CAPITOLO 2. OSSIDAZIONE TERMICA

3. deposizione da fase vapore.

I primi due metodi generalmente non forniscono osmd1 di qualita
& vengono poco utilizzati; il terzo metodo fornisce un ossido che pur
non avendo caratteristiche elettriche eccellenti & la.rgamente 1mp1egato
nelle passivazioni ed in tutte le applicazioni in cui & necessario non
raggiungere 1e alte temperature implicate nel processo di 0551&&210113
termica.

2.1. 3 Struttura della sﬂlce

do di silicio; o sﬂ1ce, puo presenta.r51 in forma cristallina o

la tndlm_lte
a.mo= o e una. st utt ra metasta.blle a lentlsslma trasform
: ; i A Z1011E (es ‘impurezze); g : izzati
nte amorfi; La _denmta del )
dell’ ossido cristalline:

SOTO escluswame

sith relativamente bassa; il volume occupato ¢ solo del 43% (figura 1)
piiptt sto- permeablle alle im-

per questa sua caratteristica
purezze. Questa permeablhta. é generalmente attribuita-alla presenza
nella struttira di ossigeni non leganti. - i

2.2 Processo di ossidazione
2.2.1 Reézioni
1) Reazione con ossigeno*i(pssidazione dry)
| S ""”i‘Oz o Si-oz.
2) reazione con vapor d’acqua (ossidazione steam)

S5 4 QH,0 — Si0y +2Hy

? SzOz & lfia struttum aperta come 51 puo osservare dalla den-
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a.della silice,
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Con qualche maggiore dettaglio, la reazione 2 pud essere scomposta in
tre sottoreazioni:
> scomposizione sulla silice (¢

 un ossigeno legante):
H;O4 81~ 0 = 81— $i~ OH + OH - §i

> reaziote con il silicio ;

95— OH) + i~ §i = 2(5i—0 - Siy+ Ha +

PO SR RPCTRNE T | X o3 et ! IR T AL L . 1. LS
> rectipero dellidrogeno con ultetiore reazione con la silice #

%Hz O Si— OH —Si

; eifa.tur'e f,ipiche delle :e@iionir suddette sono dell’ordine di
1200°C.%5 ‘

sario per la teazione 2 viene ottenuto saturando

jentto 1n acqua deionizzata a 95°C o .con

2.2.2 Forno per ossidazione

oésidazgione termica del silico & costituito da un. tubo. di
Ig_:'tgsiéténie a-temperature con}prese tra 400 e 1300
schema di principio & riportato in figura 2.

trollp di temperatura deve essere stabile’nel range +2°C su
o meséuella zona centrale del tubo (detta
at

1l cont
1 - 2 giorni-é £5°C su in me:
zona piatta) & mantenuta Ja tempet

di £0.5°C.

La crescita dell’ossido termico viene effetfuata nella zona piatta. 11

ura impéstata con una tolleranza

c'ari;_(_:é.men_t:o del forno deve avvenire in-ambiente controllato privo di

' ] aré?. il problema centrale della
crescita di ossidi termici risiede nella eliminazione di inquinanti alca-
lini (es. sodio); questo problema, dal punto di vista strumentale viene
affrontato ;};s-a,_jrj}gi%qggrzo decontaminato ed imp edendo I'ingresso del so-
dio dall’esterrio; sono stati -f»rbg;i'tiati‘ forni con tubi concentrici ed una
atmosfera clorurata tiella camerd: tra i tubi. Con quésto accorgimento
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